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【問１】 

【請求項１】 

 軸方向ブラシレスＤＣモータであって、 

 複数のコイルを含む固定子であって、そのベースが中心貫通穴を画定する固

定子と、 

 磁極の複数の対を有する磁石を含み、かつ１つまたは複数のフルステップに

おいて前記固定子に対して移動するように適合された回転子と、 

 前記固定子を通って延在する細長いスリーブブッシングであって、その内部

に内部貫通穴をさらに画定するスリーブブッシングと、 

 前記スリーブブッシングの内部貫通穴を通って延在し、かつ上端と下端とを

含む細長いモータシャフトであって、前記下端は前記固定子の前記内部貫通穴

を通って延在する、モータシャフトと、 

 前記スリーブブッシングおよび前記固定子のベースに対して回転するように、

前記モータシャフトを前記スリーブブッシングに搭載する軸受であって、前記

軸受は、前記スリーブブッシングの端部に対向して配置されており、前記スリ

ーブブッシングの端部は、前記固定子のベース内に画定された中心貫通穴に延

在する、軸受と、 

 第１、第２、および第３のコイル相回路部分を含む、概ねＹ字形のコイル相

回路であって、前記コイル相回路部分のそれぞれの第１の端部は、共通の接続

点で互いに結合されており、前記コイル相回路は、前記モータシャフトの上端

上の回転子を前記固定子に対して１つまたは複数のフルステップ未満のフラク

ショナルステップで移動させ、かつ前記回転子を１つまたは複数のフラクショ

ナルまたはフルステップで保持するように適合されたコイル相回路と、を備え、 

 第１、第２、および第３のコイル相回路部分の各々は、前記回転子を前記固

定子に対して１つまたは複数のフルステップ間の１つまたは複数のフラクショ

ナルステップで保持するために励磁可能である、軸方向ブラシレスＤＣモータ。 

 

【請求項２】 

 前記コイル相回路は、モータの動作中に前記回転子の磁極の複数の対のうち

の１つまたは複数の向きを切り替え、かつ前記回転子を１つまたは複数のフル

ステップ間のハーフステップで保持するように適合された三相回路である、請

求項１に記載の軸方向ブラシレスＤＣモータ。 

 



【問２】 

 コンピューティングシステムは一般に、ユーザによってアクセスされるデー

タの記憶や取り出しのためにデータ記憶システムを使用している。これらデー

タ記憶システムには、とりわけ、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）やソリッ

ドステートドライブ（ＳＳＤ）などの各種の記憶装置が用いられる場合がある。

ＳＳＤは、ＮＡＮＤフラッシュアレイなどの、さまざまな基盤となる記憶技術

を採用している。これらのアレイに記憶されたペイロードデータは通常、さま

ざまなエラー訂正コードを用いて符号化されることで、ランダムな読取り／書

込みエラーや、インターフェースのエラーや、基盤となる記憶媒体に物理的な

欠陥があっても、より信頼性の高いデータ記憶を保証する。しかしながら、こ

れらのエラー訂正コードは、限りあるコンピューティング資源を消費するもの

であり、かつデータ読取りの復号化中に訂正されたデータ値に収束させるのに

時間がかかる。 

 

 一定のコンピュータ／サーバのタイプまたはデータアクセスのスタイルに媒

体や待ち時間の制限があると、復号化プロセスに伴う待ち時間のせいもあって、

大きなエラー訂正負荷を有するデータの符号化が妨げられる可能性がある。例

えば、インターネットサービスを利用する多くのユーザは、特定の方法でコン

テンツ記憶装置にアクセスしており、この方法では、最初にコンテンツが書き

込まれ、その後異なるクライアントが同じコンテンツの利用を必要とするとき

は、その同じコンテンツが何度も読み出される。そのような用途は、互いに短

い時間間隔で何千回も読み出される、コンテンツウェブサイト上のポピュラー

音楽や映像の共有も含み得る。さらに、コンテンツ媒体サーバやシステムは、

コストの問題もあって、大規模なデータ記憶装置に代わる大規模なランダムア

クセスメモリ（ＲＡＭ）キャッシュを省略することがよくある。 

 

 

【問３】 

電気化学的堆積の間、グラフェン層１０２と、ドレイン電極１０６及びソース

電極１０８とが同電位となるよう、ドレイン電極１０６及びソース電極１０８

が互いに接続される。グラフェン層１０２は作用電極として機能する。ドレイ

ン電極１０６に取り付けられたボンディングワイヤを介してドレイン電極１０

６に電圧が印加される。ポテンショスタット１１４は、銀参照電極１１６に対

するグラフェン層１０２の電位を制御する。対電極１１８として白金ワイヤが

使用される。 
 



ポリ（フェニレンオキシド）の電気化学的堆積は、グラフェン層１０２と参照

電極１１６との間の電位を繰り返しサイクルさせることで実現可能である。例

えば、図１（ｄ）を参照すると、グラフ１２０は、約０．１Ｖ～０．９Ｖの間

で電位がサイクルする例を示す。本例においては、三角形の電圧波形が使用可

能であり、ランプ速度は１００ｍＶ／秒とすることが可能である。他の波形や

ランプ速度（又は信号周波数）も使用可能である。グラフ１２０は、第１周期

１２２、第２周期１２４、第１０周期１２６、及び第３６０周期１２８を比較

する、グラフェンデバイス上のポリ（フェニレンオキシド）堆積のサイクリッ

クボルタンメトリー（ＣＶ）を示す。本例において、第１周期１２２では電流

は約０．１～－３．２μＡで変動し、第２周期１２４では電流は約０．１～－

１．４μＡで変動し、第１０周期１２６では電流は約０～－０．３μＡで変動

し、第３６０周期１２２では電流は約０μＡのままである。 


